Kenndaten Grenzdaie!l
= Type Typical characteristics Maximum ratings
=
U = 30V
S BF 377 BF 378 cBO =
E BF 377 v IcBO <10 10nA bei Ugg =15V BCEO = 2133
i =10 mA, 0o = 2
m BF378 v Uprjcro = 15 15V bei g =10m wo = 28V
% | Silizium-NPN-Epitaxial- L=001, 1, =03ms Ptgt = 202522,
Planar-Transistor for | . o1V =225 mA ei tymp S
VHF/UHF-Schaltungen bis hrE =22 20 be! UCh_ ' C: A to = 150 °C
in den GHz-Bereich fp > 1 1GHz bei Ugg= 6§V, Ig=2..25m RJthIA < 350 °C/W
z- = ! B _ ( <
i aen Ciire <11 08pF bei Ugg = 5 v,(,ulf 2 mA, RIS < 250 oCW
Silicon NPN epitaxial . f: 120\/ ' z= omA
planar transistor for VHF Coe =13 12pF be! UGE = , 10 - A, A
and UHF applications up F =25 2,5dB bei Ugg i 2gﬂVr:/“_F =2mA, Raoptr
to GHz range i f= z~ N
F = 3 3dB beiUgg= 5V, Ig=2mA, Rgopts
Gehduse - Case ~ TO 92 f = 500 MHz
Abmessungen 25 F = 4 4dB bei Ugp= 5V, Ig=2 mA, RGopt'
Dimensions f = 800 MHz
\% =23 28dB bei Usg =10V, Ig=14mA,
pe f = 200 MHz
= 8 10dB bei Ugg =10V, Ig=14mA,
Yre f = 800 MHz
c F
¢l O]
v Never Tyo

BFS 50

lcB0 S 2wA bei Ugp = 12V

Uogo = 36V

hpp 2 10 bei Ugy = 5V, Ig=120 mA Uogo = 18V ’
Silizium-NPN-Epitaxial- frmax = 600 MHz bei Uogg= 5V, f=100MHz Uggg = 35V ¥
Planar-HF-Transistor fir CCBO < 45pF bei Ugg =12V, Ig=0mA, f=0,5MHz lo = 04A L
VHF-UHF-Endstufen, Pa 2 1W bei Ucg =12V, P;=025W, f =400 MHz, Piot =275 W
Oszillatoren und Treiber- R =50 Q bei 1,6 <75 °C .
stufen bei niedriger n = 45% bei Ucg =12V, P;=025W, f =400 MHz, t; = 200 °C A
Betriebsspannung Rg=250Q

Collector mit Gehduse — .

verbunden 1) Moxn'malwert der Funk.hon fp=1 (g
Maximum of the function

Silicon NPN epitaxial
planar RF transistor

for VHF/UHF power stages,
oscillators and driver
stages for low supply
voltage

Collector connected to case

Gehguse - Case

DIN 5C3 JEDEC TO 39
Abmessungen 11
Dimensions

SLL ¥3ILI3197VH

@
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v Never Typ

Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
fp 2 S0MHzbei -Ugg =5V, -Ig= 2mA -lg = 100 mA
Silizium-PNP-Epitaxial- F £ 10dB  bei -Ugg =5V, -Ig=02mA, Piot = 100 mW
Planar-Transistor fir NF- f=230Hz...2,5kHz, Rz =2k gei t < 25°C
und HF-Verstarker in ts am=b T25 oC
Siebdruckschaltungen ) !
Silicon PNP epitaxial
planar transistor for AF
and RF amplifier stages
in hybrid circuits
Gehause - Case TOM 13
Abmessungen 19
Dimensions
y sadamai 2 13 ARG B 1 o P AT i B 2 PN _ __ s -,
BFS 86 v lcgo < 20pA bei Ugg=28V Uogp = %OV
UBR)cBO 250V bei I =100 uA CEO = WV
Silizium-NPN-Epitaxial- UBR)cEQ =30V bei Ig= 5mA Uggo = 3V
Planar-Transistor fir U(BR)EBO = 3V bei lg=100pA I = 300 mA
VHF/UHF-Endstufen, UCEgat = 1V bei Ig=100mA, Ig=15mA, tot, = SW
Oszillatoren und Treiber- Y001t =01 bei togge < 45 °C
X —=0,01, t;=0,1 ms ts = 150 °C
stufen. Besonders geeignet T P R] .
for Antennenverstarker hrE > 2 bei Ugg= 5V, Ig=¢60 mA, thiC = 35 °C/W
Silicon NPN epitaxial l‘_’. =0,01, tp= 0,1 ms
planar transistor for . T
VHF/UHF power stages, frmax" 2 1GHz bef Uep = 5V, f=100MHz
oscillators and driver ure  S25pF be! U =28V, =05 MHz
stages. Especially for PQ 2 0 mW bei Ugg =28V, Pp =10 mW, f=800MHz,
aerial amplifier stages Rg =Ry =50Q
dim 2 25dB  bei Upg =28V, Pq=100mW, s, < 2,
Gehduse « Case f] = 800 MHz, f2 = 802 MHz,
Standard -« stripline fim = 804 MHz
Abmessungen 31 —_— X
Dimensions 1) Maximalwert der Funl.dlon f= (1l
Maximum of the function T C
3
e




Type

Kenndaten

Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

J43L13797vVH 0L

BFX 33

Silizium-NPN-Epitaxial-
Planar-HF-Transistor fir
Antennenverstdrker-End-
stufen bis einschlieflich ~
FS-Band 111 und Breitband-
verstarker

Silicon NPN epitaxial
planar RF transistor for
aerial amplifiers up to
TV-band 111 and in wide-
band amplifiers

Gehduse - Case

DIN §C3 JEDEC TO 39
Abmessungen 39
Dimensions

431137197 VH

1zl

BFX34 v

lgpo < 100nA bei Ugg

= 30V

UCEsatS 1V bei lg =100mA, Ip =20mA
hpg > 25 bei Ugg = 15V, Ig = 80 mA
frmax )= 600 MHz be! Ugg = 5V, f =100 MHz
ire — 2pF Dbei UCB = 28V, f = 0,5MHz
Vpe = 20dB bei Ucp = 25V, Ic= 60mA,
f = 200 MHz
1) Maximalwert der Funktion fro= £ (1)
Maximum of the function T E

Uepo
Ucko
Uggo
I
Ptot
bei t

s

= 5V
= 30V
=35V
04 A
=285W
<100°C

case =
= 200 °C

Silizium-NPN-Epitaxial-
Planar-Transistor fir
Hochstromschalter, Relais-
treiber und Leistungs-
verstarker

Silicon NPN epitaxial
planar transistor for high
current switches, relay
driver and power amplifiers

Gehduse « Case

DIN §C3 JEDEC TO 39
Abmessungen 39
Dimensions

IcEs < 10pA  bei
lEBo S 10pA bei

UpRicBo 2120V bei

UiBRiCEO = 60V bei

UpriEBg = 6V bei
Ucgsats 1V bei

Upgsat < 16V bei
hpp 2 40 bei
fp > 70 MHz bei
Cepo < 100 pF be.i
on < 06ps bei
totf < 12ps bei

v Never Typ

Ugg =60V

Ugp = 4V

Ig= 5mA, 2 =001, 1, =03 ms
t

lg=100 mA,__F. =001, t, =03 ms

= 1mA

Ig=5A, Ig=05A,

t
2=001,t, =03ms
T I

lg=5A, Ig=05A,
=001, =03ms

T Y

Ueg = 2V, Ig=2A,

t

D —0,01, t =03 ms

T p

Ugg = 5V, Ig=05A, =20 MHz

Ugg =10V, f=1MHz
IC:;\:SA, IB]=z—IB2%0,5A
ICQSA, |B1=f~v—IBzx0,5A

Ueso
CEO = 60V
Uggop = 6V
I = 5A
Pt = 870 mW
bei t,mp, < 25 °C
Prot = SW
bei toyqe < 25 °C
f = 200 °C
Rpga S 200 °C/W
Rpgc S 35 °C/W




¥3L1319TVH  ogl

lel ¥3L3avy

Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten

Meximum ratings

BLY95 v

Silizium-NPN-Epitaxial-
Planar-HF-Leistungs-
transistor for C-Verstarker
im VHF/UHF-Bereich

Silicon NPN epitaxial
planar RF power transistor
for VHF/UHF C-amplifiers

Gehduse - Case
Standard - stripline
Abmessungen 31
Dimensions

u >
(BR)CER = i -
UBR)CEY = 55V bei Ig= 4mA, Ugg =15V

CEOsus

URicBo 2 55V bei Ig=
| ViBRIEBO 235V bei I =

v Never Typ

55V bei Ig=10mA, Rpp =102

[\

31V bei I for U(B/{{)CEOmin

1 mA
10...100 bei Ugg = 5V, Ig= 10mA

bei Ugg = 5V, Ig= 1A
2 500 MHz bei Ug = 5V, I =200 mA, =100 MHz
£ 7pF bei Ugg =28V, f=1MHz
= 36pF bei Ugg=28V, f=1MHz
> 75dB bei Pg= 5W, Ucg =28V, f =500 MHz
> 5dB bei Pg=25W, Ucg =28V, f=1GHz
> 5W bei Pp =09W, Uiy =28V, f=500 MHz
2 25W bei P] =08W, Uqp =28V, f=1GHz
> 5% bei Pg= 5W, Ucg =28V, f= 500 MHz
= 30% bei Pg=25W, Usg =28V, f=1GHz

Uogo = 31V

Uopr = 55V

Uepo = 55V

Uggo = 35V

s = 1A

Ptot 5 W
bei Ugg <5V,
teage S 90 °C

. = 175 oC

Ringo S 17 °CW

BLY 96 v

Silizium-NPN~Epifuxial-
Plcnor—HF-Leistungs-
transistor fir C-Verstarker
im VHF/UHF-Bereich

Silicon NPN epitaxial
planar RF power transistor
for VHF/UHF C-amplifiers

Gehduse - Case
Standard - stripline
Abmessungen 31
Dimensions

UiBRICER = 85V bei I =20 mA, Ry =10 2
U(BR)CEV = 85V bei 'C =8 mA, UEB =15V

CEOsus
UBR)CcBO 2= 55V bei I

2 31V bei g fir Upp cpomin
= 2mA

UBRIEBO 23,5V bei Iy = 2 mA

FE = 10..100 bei Ugp = 5V, Ig= 20mA

hpg 2 10 bei Ugp= 8§V, Ig= 2A

fp 2400 MHzbei Uy = 5V, 1 =400 mA, f= 100 MHz
Coe S 14pF bei Ugp =28V, f=1MHz

Cire = 7pF bei UGg=28V, f=1MHz

Vpe =72dB bei PQ = 10W, UCE =28V, f=500MHz
PQ 2 10W bei Py =19W, Ugp =28V, f=500 MHz
] 2 55% bei PQ= 5W, UCE=28V,f=500MHZ
v Never Typ

Usgp = 31V
Ucgr = 8V
Usgp = 85V
Uggo = 35V
’C = 2A
Plog, = 10W
bei Ugp <5V,
teage S 90 °C
t =175 °C
Ringe < 85 °C/w
£
Legh




